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Niektére znane komérki fotoelektrycz-
ne z pélprzewodzaca warstwg selenowa
posiadaja warstwe selenowa, ktora jest
spojona z plytka podstawowa, wykonana z
metalu z grupy zelaza, i przeksztalcona ze
stanu bezpostaciowego ma szary stan kry-
staliczny za pomoca réznych proceséw ter-
micznych, po czym wolna powierzchnie se-
lenu pokrywa sie przezroczysta blona me-
talowa,.

Gdy promienie padaja na powloke se-
lenowa, przez przezroczysta btonke meta-
lowa, powstaje sila elektromotoryczna,
proporcjonalna do mnatezenia promieni, pa-
dajacych na komoérke.

Znane selenowe komérki fotoelektrycz-
ne sa umieszczone w jednej oslonie razem

z czulym przyrzadem magnetoelektrycz-
nym, ktéry stanowi w tym przypadku mier-
nik jasnoéci. W zespole tego rodzaju ob-
wod magnetyczny miernika moze z latwo-
$cia podlegaé wplywowi plytki zelaznej.

Komérka fotoelektryczna wedlug wy-
nalazku usuwa te niedogodnosé zespotéw
znanej komérki z ruchomym przyrzadem
magnetoelek'trycznym.

W tym celu w komérce fotoelektrycz-
nej plytka podstawowa, z ktéra jest spo-
jona pélprzewodzaca powloka, a zwlaszcza
warstwa selenowa, jest wykonana z lek-
kiego metalu, pokrytego cienka warstewka
metalu grupy zelaza. Poniklowana ptytka
glinowa nadaje si¢ specjalnie jako metal
podstawowy komorki fotoelektrycznej we-
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dtug niniejszego wynalazku. W celu otrzy-
mania lepszego styku pomiedzy plytka
'podsbarworwq i wan&twak selenowa, z ktora
mlezy spoi¢ te plytke, plytce glinowej na-
daje si¢ przed niklowaniem odpowiednia
chropowatos¢ mechanicznie lub chemicz-
nie,

Ptytka glinowa powinna byé powleczo-
na metalem grupy zelaza w celu otrzyma-
nia malej opornosci stykowej pomiedzy
plytka podstawowa i powloka glinowa.
Gdyby powloka selenowa byla spojona
bezposrednio z glinowa plytka podstawo-

wa, to tlenek, pokrywajacy plytke glinowa,
wytworzylby wielka oporno§é pomiedzy -

plytka podstawowsq i powloka selenowa.

Niklowanie glinowej plytki podstawo-
wej powinno byé wykonane wedlug jednej
ze znamych metod, aby pomiedzy ta plytka
i warstwg glinowa nie mogla wytworzyé
si¢ warstewka tlenku.

W takiej komoérce z plytka metalowa,
wykonang z lekkiego metalu, uktad magne-
tyczny przyrzaduz ruchoma cewka nie mo-
ze podlega¢ wplywowi tej plytki. Ponadto
komérka wedlug wynalazku w poréwnaniu
ze znana komoérka posiada w dodatku te
zalete, ze jest lzejsza.

Komérka wedlug miniejszego wynalaz-

Druk L. Bogustawskiego i Ski,

ku przewyzsza réwniez znane komérki fo-
toelektryczne z zelazna plytka podstawo-
wa i w innych przypadkach, np. w zespole
komérki fotoelektrycznej z igla magne-
tyczna. :

Zastrzezenia patentowe.

1. Komérka fotoelektryczna z pélprze-
wodzaca warstwa selenowa, w ktorej war-
stwa polprzewodzaca jest $cisle spojona z
metalowa plytka podstawowa, przy czym
wolna powierzchnia tej warstwy jest pokry-
ta przezroczysta btona metalowa, znamien-
na tym, ze plytka podstawowa jest wyko-
nana z lekkiego metalu, pokrytego meta-
lem grupy zelaza.

2. Komérka fotoelektryczna z polprze-
wodzaca warstwa selenowa wedlug zastrz.
1, znamienna tym, ze plytka podstawowa
z lekkiego metalu przed pokryciem jej me-
talem grupy zelaza jest uczynioma chropo-
wata mechanicznie lub chemicznie.
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